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半導体デバイスの製造プロセスにおいて、シリコ

ン窒化膜（SiN）は、シリコン酸化膜（SiO2）に対

して、用途に応じた選択性エッチングが行われる。

SiN のエッチングには、十分な量の水素を含むハ

イドロフロロカーボン（HFC）プラズマが有効で

あることが知られている。これまでの研究 [1,2] 

では、分子動力学（MD）シミュレーションにより、

表面に供給される水素が SiN 表面に堆積する FC

ポリマー膜の成長を抑制することが示された。本

研究では、CF3
+イオンと H ラジカルの基板への

同時照射プロセスを、より広範なパラメータ領域

で解析した。特に、各種原子の深さ方向分布（図

１）や脱離文分布から、Ｈラジカルの供給が、シ

リコンのフッ化物 SiFx や炭化物 SiCx 等を水素化して、より揮発性を高めることが明らかとなっ

た。これらの結果をもとに、ハイドロフロロカーボン（HFC）プラズマにおける SiN エッチング

機構について、SiO2エッチング機構との違いも併せて、議論する。 
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図１：H ラジカルと CF3
+ イオン入射フラッ

クス比が(a) 100 と(b) 300 の場合における

SiN 基板内原子の深さ方向分。MD シミュレ

ーションの結果。 
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